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Abstract (en)

[origin: US2024162279A1] The present disclosure relates to a method of fabricating a capacitor, comprising the following successive steps of: a)
forming a stack including, in order from the top face of a first conductive layer, a first electrode, a dielectric layer, a second electrode, and a second
conductive layer; b) forming by photolithography, a masking layer on a face of the second conductive layer opposite to the second electrode; c)
etching by a chlorinated physicochemical plasma etching, through said masking layer, a top part of the stack, said chlorinated physicochemical
plasma etching being stopped within the dielectric layer; d) etching by a fluorinated physicochemical plasma etching, through said masking layer,
a bottom part of the stack, said fluorinated physicochemical plasma etching being stopped on the top face of the first conductive layer; and e)
removing the masking layer.

Abstract (fr)

La présente description concerne un procédé de fabrication d'un condensateur, comportant les étapes successives suivantes :a) former un
empilement comportant, dans l'ordre a partir de la face supérieure d'une premiére couche conductrice (13), une premiére électrode (15), une
couche diélectrique (17), une deuxieme électrode (19) et une deuxiéme couche conductrice (23) ;b) former, par photolithographie, une couche
de masquage sur une face de la deuxiéme couche conductrice a I'opposé de la deuxiéme électrode ;c) graver, par gravure plasma physico-
chimique chlorée, a travers ladite couche de masquage, une partie supérieure de I'empilement, ladite gravure plasma physico-chimique chlorée
étant interrompue dans la couche diélectrique ;d) graver, par gravure plasma physico-chimique fluorée, a travers ladite couche de masquage, une
partie inférieure de I'empilement, ladite gravure plasma physico-chimique fluorée étant interrompue sur la face supérieure de la premiére couche
conductrice ; ete) retirer la couche de masquage.
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